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AN89371 

赛普拉斯 65 nm 异步 PowerSnooze™ SRAM 的省电功能 

作者：Nilesh Badodekar 

相关项目：无 

相关器件系列：CY7S10xxG/CY7S10xxGE 
  

本应用笔记说明了赛普拉斯 65 nm 异步快速 SRAM 器件（CY7S10xxG 系列）的 PowerSnooze™特性。PowerSnooze

特性允许 SRAM 在芯片被长期禁用时进入低功耗模式。通过用户控制引脚（DS¯¯¯ ）可以在高速模式和低功耗模式间进行

无缝转换。本应用笔记还描述了模式转换中重要的时序参数以及在应用系统中使用 PowerSnooze 特性的 SRAM 接口配

置示例。 

 

简介 

随着移动技术和便携式电池供电设备的使用，功耗已成为系统设计中关键因素之一。系统设计人员要面对的困境：为系统的微控

制器/ASIC、外设和存储器设备选择更快的运行速度还是选择更低的功耗。  

Texas Instruments 和 NXP 半导体的微控制器具有特殊的低功耗模式，如深度掉电和深度睡眠模式。运行在这些控制器上的应用

程序可以通过这些特性来省电。控制器在正常工作模式下可以全速运行，一旦进入低功耗模式则可以节省功耗。在低功耗模式

下，还希望外设和存储器设备能够节省功耗，而对于连接到这种系统的存储器设备，这个要求确实是一个挑战。通常，异步

SRAM 用作为片外缓存存储器、暂存器存储器，或使用在其它需要更快访问时间（10 ns 的数量级时间）的场合中。  

快速 SRAM 的访问时间从 10 ns 到 20 ns，但是在活动和待机模式下需要消耗大量电源。但这些低功耗 SRAM 的访问时间却很

长，约从 45 ns 到 70 ns。以前，系统设计者在低功耗应用中使用的是低功耗 SRAM；而现在，他们需要兼顾两者：存储器接口

的快速访问时间以及系统闲置时的低功耗。  

具有 PowerSnooze™特性的赛普拉斯 65 nm 异步 SRAM 提供了兼顾二者的方案，使高速且低功耗的器件得以实现。  

真正的快速、低功耗异步 SRAM 

赛普拉斯的 65 nm 异步 SRAM 具有 PowerSnooze 特性，它允许系统设计者在同一个芯片上实现快速访问时间和低功耗等优

点。在赛普拉斯 SRAM 的订购代码中带有‘S’字符（例如，CY7S1061G30），该字符表示 16 Mb 异步快速 PowerSnooze 

SRAM。除了传统的异步 SRAM 接口引脚外，SRAM 还具有一个额外的输入引脚，该引脚又被称为DS¯¯¯ 。该引脚由用户控制，

所以用户可以在运行过程中更改 SRAM 的工作模式。 

正常操作期间，微控制器/ASIC/FPGA1可以以全速度 100 MHz 进行访问 SRAM 数据（访问时间为 10 ns）。但是，如果控制器

进入低功耗模式，它可以控制DS¯¯¯ 引脚以将 SRAM 进入深度睡眠模式。在深度睡眠模式下，这些 SRAM 在 85 ºC 温度下会消耗

大小为 22 µA 的电流（对于 16 Mb SRAM），使 16 Mb SRAM 成为真正的高速度、低功耗器件。图 1 显示的是 PowerSnooze 

SRAM 的简单结构。 

                                            
1 在本文档中可以互换使用“控制器”、“ASIC”、“微控制器”和“FPGA”等术语。 
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图 1：异步 PowerSnooze SRAM 结构 

 

各种操作模式 

如图 1 中所示，PowerSnooze SRAM 具有一个附加的电源管理模块，通过该模块用户可以使 SRAM 在下述三种模式下进行操

作： 

 活动模式 

 待机模式 

 深度睡眠模式 

活动模式   

当DS¯¯¯ 引脚处于逻辑高电平状态并且 SRAM 被使能（CE¯¯¯ 为逻辑低电平2）时，SRAM 处于活动模式。在该模式下，器件的访问

时间为 10 ns，并且它会消耗工作电流 ICC（通常单位为毫安）。有关时序和 DC 参数的更多信息，请参考 SRAM 数据手册。 

待机模式  

当DS¯¯¯ 引脚为逻辑高电平，并且禁用 SRAM（CE¯¯¯ 为逻辑高电平 1）时，SRAM 处于待机模式，又称为“芯片禁用模式”。在该

模式中，无法对 SRAM 执行访问操作；它将消耗待机电流 ISB2（通常单位为毫安，但仍低于工作电流）。SRAM 处于待机模式

时，进入该模式前在 SRAM 中所存储的数据将得到保留。请参考 SRAM 数据手册，了解待机模式的条件。 

深度睡眠模式  

赛普拉斯提供了 4 Mb 和 16 Mb 异步 SRAM 的 PowerSnooze 性能。这两个 SRAM 进入和退出深度睡眠模式的方式稍有不同。

升级到 16 Mb PowerSnooze SRAM 时，采用 4 Mb PowerSnooze SRAM 进行设计的系统需要稍微更改固件。采用 16 Mb 

PowerSnooze SRAM 进行设计的系统可以使用 4 Mb PowerSnooze SRAM 而无需更改固件。以下章节针对 16 Mb 和 4 Mb 

SRAM 的深度睡眠模式进行了详细介绍。 

针对 16 Mb SRAM 的深度睡眠模式 

16 Mb PowerSnooze SRAM 只能从待机模式 （CE¯¯¯ 为逻辑高电平 1）进入深度睡眠模式。至少经过 tCEDS 时间禁用芯片后，必

须置位DS¯¯¯ 引脚（置为逻辑低电平），使之进入深度睡眠模式。请参考图 2，了解时序的要求。置位DS¯¯¯ 引脚（置为逻辑低电

平）时，经过 tDS 时间，SRAM 将进入深度睡眠模式。在深度睡眠模式下，DS¯¯¯ 必须保持置位状态，并且 SRAM 必须保持待机

模式（CE¯¯¯ 为逻辑高电平）。进入深度睡眠模式过程中（在 tCEDS + tDS 时间内），SRAM 消耗待机电流 ISB2；在深度睡眠模式

下，它将消耗深度睡眠电流 IDS。  

                                            
2对于所有的双芯片使能器件，CE¯¯¯ 是 CE1¯¯¯¯ 和 CE2 的逻辑组合。当 CE1¯¯¯¯ 为逻辑低电平且 CE2 为逻辑高电平时，CE¯¯¯ 为逻辑低电平；当 CE1¯¯¯¯ 为

逻辑高电平或 CE2 为逻辑低电平时，则CE¯¯¯ 为逻辑高电平。 

http://www.cypress.com/
http://www.cypress.com/?app=search&searchType=advanced&keyword=&rtID=107&id=5140
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要想退出深度睡眠模式，必须取消置位DS¯¯¯ 引脚（将其置为逻辑高电平 2），与此同时 SRAM 仍处于禁用状态。SRAM 需要经

过 tDSCE时间才会返回待机模式。经过 tDSCE时间，可以使能 SRAM（CE¯¯¯ 为逻辑低电平 2），使之进入活动模式。  

请注意，如果不满足这些时序参数的要求，则不能保证成功进入或退出深度睡眠模式。请参考表 1，深入了解时序参数的要求。 

针对 4 Mb SRAM 的深度睡眠模式 

4 Mb PowerSnooze SRAM 只能从待机模式 （CE¯¯¯ 为逻辑高电平 2）或活动模式进入深度睡眠模式。置位DS¯¯¯ 信号（置为逻辑低

电平 2）时，SRAM 将进入深度睡眠模式。如果在至少 tDS时间内DS¯¯¯ 被继续置位，那么 SRAM 将进入深度睡眠模式，并消耗深

度睡眠电流 IDS。请参考图 3，了解时序的要求。在深度睡眠模式期间，DS¯¯¯ 必须保持置位状态。进入深度睡眠模式过程中（在

tDS时间内），SRAM 消耗待机电流 ISB2；在深度睡眠模式下，它将消耗深度睡眠电流 IDS。当器件进入深度睡眠模式时，如果进

行写入操作期间置位了DS¯¯¯ 信号，那么 SRAM 不能保证成功完成操作。 

要想退出深度睡眠模式，必须取消置位DS¯¯¯ 引脚（将其置为逻辑高电平）。如果在至少 tPDS 时间内DS¯¯¯ 被置位，那么 SRAM 将

被内部禁用 tDSCD 时长。在这段时间（tDSCD）内，外部控制器可以外部访问CE¯¯¯ 并禁用它。该器件将继续被禁用，直到经过

tDSCA 时间为止。取消置位DS¯¯¯ tDSCA 时间后，通过使能 SRAM（将CE¯¯¯ 置为逻辑低电平）可以对其进行访问，从而进入活动模

式。如果 tPDS不符合系统要求，那么 SRAM 不能保证 tDSCD时长。在这段时间内（tPDS < tPDS(min)时），必须外部禁用 SRAM 持

续 tDSCA时间，以免破坏 SRAM 数据。请参考表 2，深入了解这些时序参数的要求。 

图 2．针对 16 Mb SRAM 的深度睡眠模式 — 进入和退出顺序 
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表 1. 16 Mb PowerSnooze SRAM 的重要时序参数 

参数 说明 

时序 

最小值 最大值 

tCEDS 从取消置位CE¯¯¯ 到置位DS¯¯¯ 的时间 100 ns – 

tDS DS¯¯¯  从置位到进入深度睡眠模式的转换时间 – 1 ms 
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tDSCE 从取消置位DS¯¯¯ 到置位CE¯¯¯ 的时间 1 ms – 

 

图 3．针对 4 Mb SRAM 的深度睡眠模式 — 进入和退出顺序 
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表 2. 4 Mb PowerSnooze SRAM 的重要时序参数 

参数 说明 

时序 

最小值 最大值 

tPDS DS¯¯¯ 为低电平的最短时间，用于使器件成功退出深度睡眠模式 100 ns – 

tDS DS¯¯¯  从置位到进入深度睡眠模式的转换时间 – 1 ms 

tDSCD 
从取消置位DS¯¯¯ 到禁用芯片的时间（如果 tPDS ≥ tPDS(Min)） – 100 µs 

从取消置位DS¯¯¯ 到禁用芯片的时间（如果 tPDS < tPDS(Min)） – 0 µs 

tDSCA 
从取消置位 DS#到访问芯片（在活动/待机模式下）的时间（如果 tPDS ≥ tPDS(Min)） 

300 µs  
从取消置位 DS#到访问芯片（在活动/待机模式下）的时间（如果 tPDS < tPDS(Min)） 

 

当 SRAM 处于深度睡眠模式时，在整个时间内 SRAM 均被禁用，因此进入该模式前存储在 SRAM 中的数据将被保持。有关深

度睡眠模式的条件，请参考 SRAM 数据手册。表 1 和表 2 总结了需要遵循的 PowerSnooze SRAM 关键时序参数。 

在系统中连接至 PowerSnooze SRAM 

高端微控制器（如 TI 中的 AM18XX 系列或 NXP 中的 LPC 177X/LPC178X 系列）具有特殊的深度睡眠模式，通过将控制器进入

该模式可以降低功耗。TI 的 AM18XX 系列控制器具有一个输入信号（又称为 DEEPSLEEP¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ），通过使用该信号可以使控制器

进入低功耗模式。该信号可以与 PowerSnooze SRAM 的DS¯¯¯ 引脚相连。通过软件配置，LPC177x/178 系列控制器能够进入低

功耗模式，该软件配置将按顺序禁用同该控制器相连的外设和存储器器件。除了普通的 SRAM 接口信号外，可以使用该序列生

成额外信号，用于控制 PowerSnooze SRAM 的DS¯¯¯ 引脚。  

如果系统设计人员想要在现有的应用中使用 PowerSnooze SRAM，或者想连接至没有支持特殊低功耗模式的 ASIC 或微控制

器，那么可以通过普通的 GPIO 控制DS¯¯¯ 引脚。图 4 显示的是一个连接实例，其中 GPIO 与 PowerSnooze SRAM 的DS¯¯¯ 引脚相

连。在活动模式和待机模式下，应始终将DS¯¯¯ 引脚置于逻辑高状态。  

http://www.cypress.com/
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为了进入深度睡眠模式，微控制器必须遵循上一节介绍的CE¯¯¯ 和DS¯¯¯ 的时序。因此，对软件和硬件稍作修改时，系统设计人员便

可以使用现有应用中的 PowerSnooze SRAM。 

图 4. 连接至 PowerSnooze SRAM 
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总结  

赛普拉斯异步 PowerSnooze SRAM 是最佳选择— 快速低功耗 SRAM。PowerSnooze SRAM 提供了多个特性选项和多种封装。

表 3 总结了 16 Mb 和 4 Mb PowerSnooze SRAM 的产品系列。请参考数据手册选择正确的配置和订购信息。  

表 3. PowerSnooze SRAM 产品系列 

参数 

PowerSnooze SRAM（高速度、低功耗） 

16 Mb  4 Mb 

温度范围 –40°C 到+85°C  –40°C 到+85°C 

技术 65 nm 65 nm 

工作电流 ICC（最大值） 110 mA 45 mA 

待机电流 ISB2（最大值） 30 mA 8 mA 

深度睡眠电流 IDS（最大值） 22 µA 15 µA 

封装 48 引脚 TSOP I、54 引脚 TSOP II、48 球

型焊盘 VFBGA 

44 引脚 TSOP I、44 引脚 SOJ、  

36 引脚 SOJ、 48 球型焊盘 VFBGA 

速度 10 ns 10 ns 

铜引线框架 有 有 

无铅和含铅 RoHS RoHS 

可用性 量产 样本 
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全球销售和设计支持 

赛普拉斯公司拥有一个由办事处、解决方案中心、工厂代表和经销商组成的全球性网络。要找到离您最近的办事处，请访问赛普

拉斯所在地。 
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并对用户造成严重伤害的生命支持系统，赛普拉斯不授权将其产品用作此类系统的关键组件。若将赛普拉斯产品用于生命支持系统中，则表示制造商将承

担因此类使用而招致的所有风险，并确保赛普拉斯免于因此而受到任何指控。  

产品使用可能适用于赛普拉斯软件许可协议的限制。 
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